SF ozlt | Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-
Transistor fiir Breitband-, NF- und HF-Ver-
sttirker sowie mittelschnelle Schaltstufen

—

Abmessungen: Bauform B 325 — 3o,
TGL 11 811

Koliektor am Gehduse
Masse = 1 g

Zuléissige Hochstwerte bis #jmax

Ucso = 20V Piot = 600 mW
Ucer = 20V bei #a = 25 oC
bei Ree = 10 £ Ptot = 25 W
Usgo = 5V bei #c = 25 °C
Ic = 500 mA j = 175 oC
Ie = 250 mA s = -40°C... Warmewiderstand Rtnja <X 250 grd.
Ha min = =40 °oC +150 oC w
Kennwerte fir #a = 25°C =5 grd Ripjc = 60 g‘;‘?.
" Min. I- Typ . Max. ! MeBbedingungen |§;l;:trg:'kuﬁgs-
| gruppen
Reststrome
IcBo | 1 uA | Ucs = 20 V
leBO . f ‘ 1pA U = 3V
Kollektor-Emitter-Spannung
Ucer | | 20 | | lc — 1 mA, Reg = 10Q
Sdttigungsspannung
UcEsat | ‘l 1V jlc=50mA, ls=5mA
Ubergangsfrequenz
fr 60 Msz i Uce = 10 V, ic == 10 mA,
| || f = 15 MHz |
Gleichstromverstdrkung
B 18 | - 35 | A
28 - : 71 B
56 : 140 C
112 280 . D
224 560 I ! £
450 | ‘ 1120 i F

* Nicht fiir Neuentwicklungen

48.



